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摘 要

因應氣候重大變遷及各國的環保對策，在車輛工業方面，莫不以提高效率及減少排碳量為研製宗旨；台灣車輛產業對電動

車的發展也不遺餘力，輕型電動載具的驅動器設計能力與製造已有初步規模。 但是在大型車輛與高功率驅動技術方面，相

較於低功率馬達驅動器，由於高功率驅動器的研發有一定的困難程度，以及製程與測試設備的高規格要求，在加上應用於

電動車的壽命與安全要求，使得台灣車用高功率馬達之驅動器一直無法有完整的自主開發能力，只能進口國外昂貴的驅動

模組，一旦依賴於國外的驅動模組，台灣於電動車輛的發展勢必形成一定程度的障礙，所以唯有100%自主開發驅動器，

建立其關鍵技術，深入高功率車用馬達驅動器的設計製做、實驗與測試流程，方能使台灣在電動車輛的發展上佔有一席之

地。 有鑑於此，本文將建立大功率驅動器的硬體設計法則；完成功率峰值可達60kW額定功率22kW之輪轂馬達驅動器，利

用加強高功率驅動元件IGBT的閘極驅動速度，大量減少切換損失，配合緩衝器(Snubber)達成脈衝能量轉移，以增加切換

元件安全操作範圍，本文使用德州儀數位訊號處理器(DSP)為驅動控制核心，建構馬達驅動器所需程式。 在驅動器驗證方

面，實驗平台使用了直流分激發電機來模擬負載；經由實驗結果得知，本文所設計的驅動器在輪轂馬達於額定功率運轉時

，馬達本體加驅動器效率可達93%以上，而驅動器預估效率最佳可達99%；而驅動器之主散熱基板經由強制空氣冷卻，其

平均溫度只有攝氏35度，結果顯示驅動器因有極高之效率故產生之熱損失極少，經由平台實驗結果得知本文設計之高功

率60kW級車用馬達驅動器之研製成效良好。
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